
TOSHIBA

東芝インテリジェントパワーデバイス シリコンモノリシックパワーMOS型集積回路

TPDIOO7S

ランプ ドライブ用

ローサイ ドパワースイッチ

TPDIOO7SはAC(交流電圧)を全波整流した脈流で点灯する

ランプ ドライブ用モノリシックパワーtCでCMOS､TTLロ

ジックから直接ドライブができます｡

また､内部に過電流保護回路を内蔵しており短絡保護と点

灯初期時の突入電流を制限し､ランプの寿命をのばします｡

特 長

● コン トロール部と縦型パワーMOSFETl汀-MOS)を1チップ

上に組み込んだ新構造のモノリシックパワーlCです｡

● TrL､CMOSロジックからランプを直接ドライブできます｡

● 負荷ショート､過電圧の保護機能を内蔵しています｡

● オン抵抗が小さい｡ RoN=0.5n(最大)

● 外囲巻は表面実装も可能なパワーモール ド3ピンタイプです｡

TPDIOO7S

参考資料
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質量 :0.36g(標準)

項 目 記 号 定 格 単位

ドレ イ ン .ソ ー ス 間 電 圧 VDStDC) 40 V
VDS仲ulse) 60 V

出 力 電 流 (平 均 ) lotDC) 1.5 A
(ピーク) Jo(peak) 5 A

入 力 電 圧 VIN -0.5-6 V

入 力 電 流 lJN 10 mA

許 容 損 失 ーTC=25○⊂ PDf1) 10 WTa=25OC PDr2) 1 W

動 作 温 度 Topr -40-85 OC

接 合 部 温 . 度 刀 150 ○⊂

ピン接続

端子艶明
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鏡子番号 端子記号 端 子 の 鋭 明

1 -N 入力端子.内部でプルダウン抵抗が接続されており､仮に入力の配線がオープンになっても出力
が襲ってONす ることはありません.

2 OUT 出力満子.出力電流がSA(標準)で電流リミッタがかかり､電源電圧が4.6V(榛準)で出力がシャツ
トダウンします｡
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端子説明

端子番号 端子記号 端 子 の 説 明

1 lN 入力端子o内部でプルダウン抵抗が接続されており､仮に入力の配線がオープンになっても出力

が誤ってONすることはありませんo

2 Out 出力端子o出力電流がSA(標準)で電流リミッタがかかり､電源電圧が4.6V(標準)で出力が シャツ
トダウン します○

参考資料
応用回路例

CMOSLOGJC回路

デジタル信号

ピン接続

TPDIOO75
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I 過電圧保雄回路

l過.リセ ッ ト回 路 電涜保缶回路I

U ,W 吐)
1N OUT GNP

★ この製品はMOS構造ですので取り扱いの際に･は静電気にご注意ください｡

ランプ AC24V

動作説明

(1)定常動作

① ランプ点灯 (走常時)

入力電圧が4.5V以上印加されると出力パワーMOSFETがオン し､ランプ回路の電流が流れて点灯

します｡

② ランプ消灯時 (定常時)

入力電圧が0.8V以下で出力パワーMOSFETはオフ し､ランプは消灯 します｡

③ ランプ点灯 (初期の突入時)

入力に4.5V以上の電圧が印加 されランプに突入電流が流れると､内蔵 された電流制限回路が作動

し､ランプの電流をSA(標準)以下に制限 します｡

(2)､ランプ異常時

① ランプ負荷短絡時
I

ランプ負荷短絡時には､出力電圧がほぼ電源電圧 と等 しくなるため内部電源 リセ ッ ト回路が作動

して､出力電圧>4.6V(標準)で出力パワーMOSFETがシャッ トダウン し､パワースイッチを破壊

から保護 します｡

電気的特性 (Ta≡25oC)

項 目 記 号 測定回路 測 定 条 件 最小 標準 最大 単位

ドレイン.シース周降伏電圧 VDSS - VfN=0,fo=3mA 40 - - ∨

出 力 オ フ 暗 電 流 lDSSf1) - VJN=0,VDS=40V - - 3 mA
lDSSー2) - VIN=0.VDS=25V - - 1.5 mA

入 力 電 圧 VtH - VDS=24V(Aq.lo=1.5A 4.5 5 6 ∨
VIL - VDS=24V(AC).lo三SmA - - 0.8 ∨

オ ン 電 圧 VDStONー - VINコSV.lo三1.5A - 0.5 0.75 ∨

オ ン 抵 抗 RDSーON) - VINヨ5V.lo三1.5A - 0.3 0.5 a

過 電 流 検 出 値 Is - VーN=;5V - 5 - A

入 力 電 流 (出力オ ン時) ーlN - V州岩SV.VDSrON)≦1V - - 1 mA

(注1)電源電圧が リセッ ト電圧以上の場合は､入力に関係なく出力はオフします｡


